DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORES

UNION PN



UNION PN NO POLARIZADA

Se obtiene una unién cuando un monocristal semiconductor (Si, Ge, AsGa,...) se dopa sucesivamente con
impurezas aceptoras y donadoras, de forma que se tengan dos zonas yuxtapuestas, P y N, de
semiconductores extrinsecos tipo-p y tipo-n respectivamente.

Entre ellas, en la interfase, aparece una tercera zona llamada de transicion, de deplexion, de carga
espacial o de vaciamiento, que es de pequefiisimo espesor, del orden del pm.

Es en la zona de transicion donde tienen lugar los procesos fundamentales, de rectificacion, absorcion y
emision de luz, etc., que ocurren en las diversas clases de dispositivos de unién.

Las zonas P y N son neutras (numero de electrones o de huecos en cada zona es igual al nUmero de
iones)

En la zona de transicidon confluye el flujo de electrones, mayoritarios en la zona N, que por difusién se
inyectan en la zona P y analogamente, los huecos de la zona P se inyectan en la zona N.

La zona de transicion practicamente no contiene portadores, esta vacia de electrones y huecos de
conduccion, las cargas de los iones de impurezas no se compensan con la carga opuesta de sus
correspondientes portadores. Se forma una distribucién dipolar de carga: negativa, de aniones aceptores,
junto a la zona P y otra de carga positiva, de cationes donadores, junto a la zona N.

Por tanto, la zona de transicion queda subdividida en dos subzonas con cargas negativa y positiva
respectivamente.

Como consecuencia de esta distribucion dipolar aparece un campo electrostético interno, E;, dirigido de la
zona N a la zona P, que genera tres efectos interrelacionados:
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Union PN no polarizada

1°) Ei en la zona de transicion crea una diferencia de potencial, Vo, de contacto entre las
zonas neutras, zona P y zona N, y con ello se establece una barrera energética equivalente
al producto de la carga del portador por la diferencia de potencial, esto es, eVo, que se
opone a los dos flujos de difusion de electrones y de huecos.

2°) Los electrones y huecos minoritarios en las zonas P y N respectivamente, de
concentraciones np y pn, que no tienen posibilidad de difundirse y estan en las cercanias, 0
dentro de la zona de transicion, son arrastrados por Ei originando sendas corrientes de
arrastre, Isn e Isp, de sentido opuesto a las corrientes de difusion ldan € ldp. Las corrientes
inversas de saturacion Isn e Isp, tienen una magnitud del pA, son cuasi independientes de Vo
y dependen de la temperatura que regula las concentraciones de minoritarios pny np.

39 En el equilibrio térmico ambas corrientes, de difusion y arrastre, se compensan y dan
lugar a un equilibrio dinamico en el cual los niveles de Fermi, EF,y EF,, de unay otra
zonas neutras, P y N, se igualan.



Union PN no polarizada
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Union PN polar

izacion inversa
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Union PN polarizacion directa
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Curva caracteristica de un diodo
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TRANSISTORES

*Si introducimos una capa de silicio tipo p
entre dos de silicio tipo n, obtenemos un
transistor npn.

Si introducimos una capa de silicio tipo n

entre dos de silicio tipo p, obtenemos un
transistor pnp.

«diferencias de potencial entre las tres partes

*barrera de potencial para los electrones

*barrera de potencial para los huecos
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TRANSISTORES (2)

*«CONFIGURACION CON BASE COMUN
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TRANSISTORES (3)

*TRANSISTORES COMO AMPLIFICADORES DE VOLTAJE
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la variacion del voltajede salida sera
AV, =RAl. =« R, AV, = R, AV, yaque o ~0.99
R, +R, R, +R,

*Si R, es pequefo y R, grande, el voltaje de salida es
mucho mayor que el de entrada



TRANSISTORES (4)

*«CONFIGURACION DE EMISOR COMUN
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